Генерация и отжиг поверхностных дефектов на HOPG для приготовления модельного углеродного носителя. РФЭС и СТМ исследование. 
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Подавляющее большинство промышленных химических процессов проводятся с использованием катализаторов, причем наиболее значимую роль занимает гетерогенный катализ. Стабильность является одним из ключевых критериев эффективности катализатора, однако проблема определения причин дезактивации каталитических систем на данный момент не решена, несмотря на значительные успехи в этой области. 
Для нанесенных металлических катализаторов наиболее значимым механизмом дезактивации является так называемый процесс «спекания» частиц активного компонента [1]: при повышении температуры частицы малого размера укрупняются, а ввиду непосредственного участия поверхностных атомов в механизме каталитического действия, уменьшение площади поверхности в результате спекания напрямую ведет к снижению эффективности катализа. Монокристалл графита является хорошим модельным носителем для изучения процессов укрупнения частиц, однако для этого его поверхность должна быть модифицирована для большего соответствия поверхности реально применяемых катализаторов на углеродной основе.
Для изучения степени дефектности поверхности графита в работе был применен метод сканирующей туннельной микроскопии (СТМ), однако использование метода ограничено его высокой локальностью (непосредственному анализу подвергается лишь малая доля поверхности образца). Это делает актуальным применение спектроскопического метода (рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, РФЭС). В работе изучались изменения топографии и спектроскопических характеристик свежеприготовленного графита после травления поверхности ионами аргона и последующих прогревов в вакууме при различных температурах. Исследования проводились на высоковакуумной установке UHV7000 с использованием полусферического анализатора PHOIBOS 100 фирмы SPECS и СТМ фирмы RHK.
В работе обсуждается использование анализа формы Оже-линии C-KVV для качественной оценки упорядоченности поверхности верхних слоев монокристалла графита; отношения интенсивностей пика C1s и сателлита встряски (π – π* перехода) для определения степени дефектности сопряженной π-системы; соотношения sp3-sp2 углерода как критерия поверхностной плотности точечных поверхностных дефектов. Показано, что прогрев предварительно протравленного монокристалла графита приводит к частичному восстановлению упорядоченности верхних слоев поверхности образца. Образцы модельных катализаторов, приготовленные на данном носителе, обладают большей термической стабильностью по сравнению с образцами, приготовленными на «гладком» графите.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-23-00146. Автор выражает благодарность своим научным руководителям к.х.н. Бухтиярову А.В и к.х.н. Нартовой А.В.
Список использованной литературы
1. Ч. Сеттерфилд Практический курс гетерогенного катализа Москва «Мир» 1984
